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ると考えられる o そこで実際に YBCO 一 MISFET を作製し，実験から MIS 電界の侵入を検証した。
超伝導体は半導体に比べ非常に高いキャリア密度を持った材料である o このような高キャリア密度のチャネルに流
れる電流を通常の電圧範囲で変調させるためには，高誘電性材料がゲート絶縁膜に必要となる。そこで低温領域での
















ネル内を流れる電流を変調するものである o ここで，半導体の代わりに超伝導体を用いた場合， この MIS 電界が実
際，超伝導体内に侵入し得るかが疑問となるo 本論文では， MIS 電界による効果を， MISFET の作製・評価から実
験的に検証することを試みた。
超伝導体 MISFET を実現するためには，ゲート絶縁膜材料を検討する必要がある。チャネルに用いる超伝導体
YBCO は，半導体に比べ非常に高いキャリア密度を持った材料である o このような高キャリア密度のチャネルに流
れる電流を，通常の電圧範囲で変調させるためには，高誘電性材料がゲート絶縁膜に必要であるo そこで低温領域で
の誘電率の大きな材料，また，誘電特性にヒステリシスがなく， YBCO との格子整合のとれる材料として， SrTi03 
と CaTi0 3 の作製・評価を行った。その結果， SrTi03 を用いると超伝導 MISFET は動作可能であることを確認でき
fこ。
本論文では，様々な要素技術を駆使することにより超伝導 MISFET を作製し，実際に変調特性を評価する事によっ
て，超伝導体に MIS 電界が侵入し得ることを，実験的に確認した。また，酸化物超伝導体に，半導体で用いられる
のと酷似したバンドモデルを適用し，電界効果現象の記述・説明を行った。これは，超伝導の理論的な立場に，新た
な展開を示唆するものであり，超伝導発現機構の解明にも大きな役割を果たすものと考えられる。
また， このパンドモデルを用いることにより，超伝導体における興味ある現象，つまり光誘起電流応答と電子線誘
起電流応答とをうまく記述・説明することができた。超伝導体に半導体理論を用いるという新しい試みを行い，その
妥当性を確認した。
以上，説明したように，本論文は博士論文として価値のあるものと認める。
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